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SPINTRONIK UYGULAMALAR ICiN KATMANLI VE
KOMPOZIT MANYETIKNANO
MALZEMELERIN GELISTIRILMESI

Nanoteknclojinin en &nemli devrimlerinden
biri de daha simdiden ticari uygulamalari
bulunan ve kisaca spin tabanli elektronik de
denilen ‘spintronik’tir. Yeni ve hizla gelisen bir
alan olan spintronik yeni nesil elektronik
cihazlarda elektronun vylkinln yaninda
spininin de kullanilmasi prensibine dayanir.
Bilgisayar hafizalarinda performansi  ve
kapasiteyi artirmak icin ckuyucu kafa olarak
kullanilan ve uygun manyetik malzemeler
kullanilarak yapilan nano- olcekli cok katmanli
vapllarda gozlenen Dev Manyeto-direng
(GMR, Giant Magneto-Resistance) etkisi bu

alanda vyapilan calismalarin  en basanl
orneklerinden birisidir. TUBITAK ve RFBR
tarafindan ortaklasa desteklenmis bu proje
calismasinda; manyetik ince filmler, manyetik
¢cok katmanli vapilar, iyon demeti ile
sentezlenmis tanecikli (granular)
magnetoelektrik kompozit yapilar ve oksit
tabanl (TiO2, ZnO) DMS vyapilarin manyetik
ozellikleri (doyum miknatislanmasi, kalicl
miknatislanma, koersif alani, manyetik
anizatropi alanlan gibi) genis sicaklik araliginda
6lcllerek analiz edilmistir. Bu malzemelerin
spintronik icin uygulanabilirligi test edilmistir.

¢ Periyodik cetvelin 3d grubundaki degisik gecis elemanlari ile katkilanan yariiletken
malzemeler sentezlenmis ve bu sistemlerinin yapisal ve manyetik ézellikleri sistematik sekilde

arastinlmistir. Elde edilen giktilar &zetle:

« Mn ile katkilanmis AlI203 Uzerinde blyUtilen GaN ve InN variiletken ince filmler

arastinlmstr,

s Vile implante edilen (100) ve (001) TiO2 alttaslan arastinlmistir .

Spintronik malzeme olarak;

s Yari-metalik yaprya sahip ylksek spin polarizasyonlu tek ve/veya ¢ok katmanl filmlerin

arastinimasi;

s Ferromanyetik variiletkenlerden dzellikle seyreltik manyetik yariiletken (DMS) olarak

adlandirilanlarin arastiriimasi

* Magnetoelektrik malzemelerin, yani elektrik alani ile manyetik &zellikleri degisen ve manyetik
alan ile de elektriksel 6zellikleri degisen malzemelerin arastiriimasi.

* Bu malzemelerin Manyetik Tunelleme Eklemi (MTJ), Random Access Memory {(MRAM),
spin-FET, spin-LED gibi yeni nesil spintronik cihazlarin Gretilmesi icin temel 6zelliklerin

arastiriimasi
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